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現在 TSV形成において有力となっているプロセスは PVD法もしくは CVD法による拡散バリア

メタル形成、導電性 Cuシード層形成、電解めっき法による Cuの充填埋め込みである。しかし PVD

法は高アスペクト比 TSV の底部において連続膜の形成が困難である。一方で CVD 法は均一な膜

を TSV内部においても形成できるものの、400 ℃を超える高温でなければ高信頼性バリア膜の堆

積が困難なことからビアラストプロセスでの採用は困難とされている。そこで我々は無電解めっ

きを用いた、拡散バリアメタル及び Cuシード層の TSV への形成を提案してきた。無電解めっき

法は拡散バリアメタル(Co-W 合金)、Cu シード層ともに膜形成可能であり、低温かつ低コストで

のプロセスが達成可能である。本論文では無電解めっきの高アスペクト比TSVへの応用に向けて、

Pdナノ粒子を触媒に用いることを試み、その吸着、拡散挙動について解析を行った[1]。図１はナ

ノ粒子触媒処理工程後の TSV断面 SEM像である。Pdナノ粒子の吸着はラングミュア型の単層吸

着であり、TSV側壁全体において触媒の凝集は見られなかった。また TSVのスキャロップ凹部に

も高密度に吸着していることが TEM観察により明らかとなった(図２)。Pdナノ粒子を触媒とする

無電解めっき膜は高アスペクト比 TSVにおいても均一な膜厚での成膜が可能である(図３)。 

ナノ粒子触媒と無電解めっき膜との組み合わせは TSV の金属成膜プロセス、特にビアラスト

TSVプロセスにおいて有力な新規技術として期待される。 
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図１	
 Pd ナノ粒子吸着後

TSV断面 SEM像 

図２	
 Pdナノ粒子吸着後 

TSV スキャロップ周辺 TEM

図３	
 無電解 Co-W-B めっき後

TSV断面 SEM像 
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